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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО-  И  НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

Обзор УДК 621.385.002 

Автоэмиссия из наноструктур на основе карбида кремния  

и влияние на нее образующихся субоксидных SiOx-покрытий 

I. Конструктивно-технологические особенности  

SiC-микрокатодов 

П.Г.Бобовников
1
, А.С.Ермаков
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ОАО «НИИ молекулярной электроники» (г. Москва) 

2
Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского  

Проанализированы конструктивно-технологические пути формирования 

автоэмиссионных микрокатодов на основе наноструктурированного карбида 

кремния. Выделены альтернативы, позволяющие понизить температуру 

технологического процесса до приемлемой в КМОП-технологии. 

Ключевые слова: автоэмиссия, микрокатоды, карбид кремния, КМОП-

технологии. 

В настоящее время в традиционной кремниевой электронике наблюдается экспансия 

углеродных материалов (углеродных нанотрубок, фуллеренов, полупроводниковых 

органических соединений и т.п.). С атомистической точки зрения карбид кремния SiC 

представляет собой связующее звено между старой Si-электроникой и новой  

С-электроникой. Последние полвека карбид кремния применяется в приборах силовой 

электроники, диодах Шоттки, оптоэлектронике и др. [1–3]. В последние годы 

активизируются исследования наноразмерного SiC, включая и технологические способы 

его получения. По информации, содержащейся в базе данных Scopus, в 2008 г. около 

100 статей было посвящено нанокристаллическим и аморфным объектам на основе SiC [4]. 

Большая энергия связи Si–C обусловливает высокую температуру роста кристаллов 

(более 2000 °С), а химическая инертность и механическая стойкость – сложность их 

обработки. Травится SiC очень плохо и только в КОН и в смеси HNО3 + HF. Однако этот 

существенный недостаток с точки зрения традиционной КМОП-технологии оказывается 

преимуществом с точки зрения долговечности автоэмиссионных катодов. Более того, 

это преимущество еще более значимо для SiC-диодов или триодов, созданных в рамках 

технологии поверхностной микромеханики, когда расстояние катод–анод составляет 

примерно 0,5–1,5 мкм, а минимальное рабочее напряжение, при котором достигается 

порог автоэмиссии, – менее 10–30 В. При этом желательна эксплуатация прибора при 

плохом и/или полном отсутствии вакуумирования (в этих условиях длина пробега 

электрона сравнима с расстоянием катод–анод). Автоэмиссию из ассоциированных с 

 П.Г.Бобовников, А.С.Ермаков, И.В.Матюшкин, С.Н.Орлов, К.П.Свечкарев, Н.А.Шелепин,  

А.Н.Михайлов, А.И.Белов, 2013 
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